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一种 Ｋａ波段低噪声下变频器组件
李　鸣　　李兴国

（南京理工大学毫米波光波近感技术研究所，南京 ２１００９４）

摘要：介绍了一种用于毫米波系统的下变频器，其中混频器采用了肖特基二极管镜频回收混频结

构，振荡器采用了ＤＲＯ（ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃｒｅｓｏｎａｔｏｒｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）结构以提高系统性能，以保证在合适的体积内
实现较高的频率稳定度．描述了系统中低噪声放大器、混频器、振荡器的性能，用于评估系统链路性
能，最后合并制作在单个基片上．根据测试结果，该下变频器的噪声系数在３５ＧＨｚ处１ＧＨｚ频率范
围内小于５ｄＢ，单边带相位噪声系数在偏离载波２００ｋＨｚ处达到 －７０ｄＢｃ／Ｈｚ．由于采用了介质谐
振结构，本振的频率稳定度小于６０×１０－６／℃．
关键词：下混频器；介质谐振器；噪声系数；变频损耗
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